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Herstellung yon Kupferein- 
kristallen Kleiner Versetz- 
ungsdichte. Par E. KAPPLER, W. 
UELHOFF, H. EHMER et F. ABBINK. 
Pp. 41. Fig. 54. Fernruf: West- 
deutscher Verlag, 1971. Prix 
DM 57,60, (Forschungsberichte 
des Landes Nordrhein-West- 
falen, No. 2181). 

Les auteurs du present m~fi~oire ont eu 
pour objectif de preparer des mono- 
cristaux de cuivre pur, quasi-exempts de 
dislocations, en appliquant la m6thode 
de Czochralski. 

Celle-ci a eta, jusqu'alors, moins em- 
ployee que la m~thode de Bridgman, 
pour r~soudre le probl~me laborieux de 
la croissance de monocristaux m6tal- 
liques parfaits. 

Mais la m6thode de Bridgman, dans 
ses diverses modalit~s techniques, con- 
duit ~ une densit~ de dislocations qui ne 
descend gu~re au-dessous de 104 cm -z 
pour le cuivre le plus pur (5N). 

En revanche, la m~thode de Czo- 
chralski, vu I'absence de tout creuset, 
offre la possibilit~ de serrer de plus pros 
les param6tres de la croissance et ceux 
des preparations ult~rieures destinies 
aux examens par les rayons X (Berg- 
Barrett, double cristal, Lang). 

L'~tude et la mise en oeuvre des con- 
ditions exp~rimentales favorables ont 
6t~ faites avec un soin extreme par les 
auteurs du m~moire, en vue de gagner 
au moins une ou deux puissances de 10 
par rapport ~ la densit6 Bridgman. 

Par exemple, au cours du tirage, le 
r~glage programm~ de la temp6rature 
du bain fondu est command~ ~ 4-0,15°C, 
car un 6cart de 4-1°C provoque une 
variation de 4-5% dans le diam~tre du 
cristal qui croit. 

Beaucoup d'autres d6tails, qui r6sul- 
tent d'une 6tude exp~rimentale critique, 
sont fournis ici: bilan thermique, vitesse 
de tirage, etc. 

En ce qui concerne, notamment, les 
~chantillons qu'on extrait du mono- 
cristal, apr6s refroidissement, toute con- 
trainte m~chanique mineure impos6e est 
source de nouvelles dislocations. Pour 
s'en affranchir, il est fait emploi d'une 
scie ~lectrolytique et d'un polissage, lui 
aussi ~lectrolytique. 

On peut ainsi imaginer qu'un cher- 
cheur exp~riment~ serait en mesure de 
reproduire les travaux d~crits dans ce 
m6moire, grace ~ I'expose substantiel 
qu'il contient. 

Les r6sultats atteints par Kappler et al. 
sont les suivants: la densit6 des disloca- 
tions varie d'un seuil inappreciable aux 

rayons X jusqu'& ~-,5.103 cm -2 (cette 
derni~re valeur ~tant rarement observ6e); 
elle est, le plus souvent, comprise entre 
102 et 103; si ce domaine de densit~s est 
reproductible, il n'est toutefois pas pos- 
sible de retrouver syst6matiquement les 
densit~s les plus faibles. 

Aussi, les auteurs de ces travaux sou- 
mettent-ils ~ la discussion les causes 
probables auxquelles seraient dues les 
dislocations dans le monocristal form6 
(toutes precautions ~tant prises pour 
6viter contraintes mecaniques ou ther- 
miques ou I'intervention d'impuret6s 
comme I'oxyg~ne dans I'atmosph6re 
d'argon, au cours du refroidissement, 
etc.). 

L'origine principale des dislocations 
serait ~ rapporter au germe polycristallin. 
Si le cristallite qui s'impose dans la 
croissance du monocristal n'a pas I'ori- 
entation optimale [100] ou [111] sui- 
vant I'axe du tirage, des tensions se pro- 
duisent, d'origine thermique, qui provo- 
quent la multiplication des dislocations. 

L'hypoth6se est alors exprim~e que 
I'emplord'un germe monocristallin pauv- 
re en dislocations et d'orientation [111 ] 
soit susceptible d'engendre des mono- 
cristaux apparemment depourvus de dis- 
locations. 

Tel est le r~sultat int~ressant et repro- 
ductible qui est cit6 en fin du m6moire. 
II a ~t6 present6 par Fehmer et Uelhoff 
au troisi~me congr~s international de 
croissance cristalline (ICCG 3) ~ Mar- 
seille (juillet 1971 ) (cf. Joumal of Crystal 
Growth, 13/14, 1972). 

Si ces monocristaux poss~dent n6an- 
moins d'autres d6fauts que les disloca- 
tions, par exemple des pores, on peut 
estimer que les auteurs des travaux ana- 
lys6s ci-dessus, parviendront, avec le 
meme soin, ~ en circonscrire I'appa- 
rition. 

R. HOCART 
Laboratoire de 

Min~ralogie- Cristallographie 
Universit# de Paris V 1 
11 quai St. Bernard 
Paris 5 
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Crystal growth 1971. Proceed- 
ings of 3rd International 
Conference, France1971. Ed- 
ited by R. A. LAUDISE, J. B. MULLIN 
and B. MUTAFTSCHIEV. Pp. xix+ 
875 Figs. 733. Tables 102. Am- 
sterdam: North Holland, 1971. 
Price f 240.00 (ca. $75.00). 

The importance of the crystal growers 
science and art upon progress in solid 

state physics can never be over-stressed. 
It is equally important that when the 
worlds' crystal growers meet triennially 
a representative collection of their 
papers, prepared especially for the Con- 
ference, should appear as a special issue 
of Journal of Crystal Growth, in order 
that the solid state physicist may sep- 
arately assess progress in growth 
mechanisms. 

These proceedings are a selection of 
160 of the total 321 papers presented 
at the conference, grouped into 14 sec- 
tions. 

The first section consists of 20 invited 
papers ranging over the whole field of 
crystal growth from a biography of Ver- 
neuil to a futuristic assessment by Pro- 
fessor Frank. 

Of particular interest are papers on 
the hydrodynamics of crystal growth 
from the melt and the use of X-ray top- 
ography for determination of crystal 
perfection in organic-crystal growth. 

The use of holography as an aid to 
the study of crystal growth and the ap- 
plication of heat-pipe technology for 
heat transfer to the seed crystal are ex- 
amples of new techniques that are in- 
fluencing crystal-growth processes. 
Others include the use of an infrared 
TV system to control the crystal diam- 
eter during Czochralski growth and the 
use of pressure balancing techniques 
to control the vapour pressure and hence 
the chemical stoichiometry of crystals 
previously grown by liquid encapsula- 
tion. 

Of particular interest to the crystal- 
Iographer are many papers on X-ray top- 
ography giving indications of the deg- 
radations in crystal perfection likely 
to be experienced. 

This comprehensive, well selected 
collection of papers in a single volume 
will be of great interest to those solid 
state physicists who want to assess for 
themselves the state of the art in July 
1971. 

Department of Physics 
University of York 
Heslington 
York YO 1 5 DD 
England 

D. W. GOODWIN 

Technik-W6rterbuch Kristal- 
Iografie. Englisch-Deutsch- 
Franz6sisch-R ussisch. 1. 
Auflage 1972. By K.-O. BACK- 
HAUS. Pp. 132. Berlin: Veb Ver- 
lag, 1972. Price 20 DM. 

This work is a technical dictionary cover- 
ing 2042 words and phrases in the field 
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of crystallography in the languages 
English, German, French and Russian. 

The first section gives translations 
from English to the other three languages 
and to each English word or phrase there 
is allocated a reference number. The 
other three sections, one for each of the 
languages German, French and Russian, 
lists these words and phrases alpha- 
betically and also gives the reference 
number so that the equivalents can be 
found in the 'English' section. 

The coverage of the field is compre- 
hensive and the book is recommended 
as part of the reference library available 
to the crystallographer. 

M. M. WOOLFSON 

Department of Physics 
University of York 
Heslington 
York YO 1 5 DD 
England 

I n t r o d u c t i o n  t o  g l ass  s c i e n c e .  
Edited by L. D. PYE, H. J. STEVENS 
and W. C. LA CoURsE. Pp. X +  
722. N e w  York:  Plenum Press, 
1972. Price $ 3 6 0 0 .  

Unter obigem Titel fand im Juni 1970 
an der Alfred University, Alfred, N. Y., 

ein Symposium statt, dessen Ziel es war, 
nicht nur in das weite Gebiet des Glases 
einzuffihren, sondern auch den Stoff ge- 

nfigend tief zu behandeln, so class nicht 
nur der fortgeschrittene Student, son- 
dern auch der am Glas interessierte Wis- 
senschaftler angesprochen wurde. 

Durch die Aufteilung des Stoffes in 
20verschiedeneThemen und die Gewin- 
nung vieler namhafter Autoren ist dieses 
Ziel erreicht worden. 

Es ist im Rahmen dieser kurzen Re- 
zension nicht m6glich, die verschieden- 
en Beitr~ge einzeln zu behandeln. Den 
Umfang dieses Buches, in dem diese 
Vortr~ige zusammengefasst wurden, ver- 
mittelt aber die folgende Aufz~hlung der 
Autoren und Titel in der Originalsprache. 
L. D. Pye: The vitreous state. - R. Eiss: 
Chemical bonding in noncrystalline so- 
lids. - H. T. Smyth: The structure of 
glass. - R. A. Condrate Sr: The infrared 
and Raman spectra of glasses. - R .  A. 
Weeks: The uses of electron and nuclear 
magnetic resonance and nuclear reson- 
ance fluorescence in studigs of glass. - 
C. G. Bergeron: General aspects of the 
crystallization of g lass.-  H. J. Stevens: 
Phase separation of simple glasses. - 
D. R. Stewart: Concepts of glass-cera- 
m i c s . -  E. L. Swarts: The melting of 
g lass. -  G. E. Blair: Experimental glass 
melting techniques.- H. E. Hagy: Rheo- 
logical behavior of glass. - J. L. Rood: 
Dispersion, stress-optical effects in 
glass, optical g lasses.-  F. L. Harding: 
The development of colors in glass. - 
V. D. Fr6chette: The fractology of glass.- 
W. C. La Course. The strength of glass.- 

D. R. Rossington: Surface chemistry of 
glass. - V. L. Burdick: The corrosive nat- 
ure of molten glass.-. A. R. Cooper: 
Diffusion processes in g lass . -  L. L. 
Hench and H. F. Schaake: Electricalpro- 
perties of glass.- R. M. Rulon: Glass to 
metal seals. 

Aus dieser Aufz~hlung kann man er- 
kennen, dass nahezu das gesamte Ge- 
biet des Glases erfasst worden ist, nicht 
nur in bezug auf Struktur und Eigen- 
schaften, sondern andeutungsweise 
auch in Richtung auf einige Anwendun- 
gen und Grundlagen der Herstellung. 
So vermittelt das Buch einen zwar etwas 
heterogenen, insgesamt aber doch recht 
umfangreichen Einblick in die gegen- 
w~irtigen Kenntnisse fiber das Glas. In 
den einzelnen Beitr~gen wird dabei auf 
die Grundlagen der entsprechenden Ei- 
genschaften manchmal sehr ausffihrlich 
eingegangen, z. B. bei der Behandlung 
der chemischen Bindung und der IR- 
Spektren. Zahlreiche Literaturhinweise 
am Ende jedes Beitrags erlauben wei- 
teres Studium; insgesamt etwa 700, die 
sich naturgem~ss teilweise decken. Die 
Verwendung dieses Buches in gr6sse- 
rem Umfang erleichtern ein Sachregister 
(mit 7 Seiten) und ein Autorenregister 
(mit 11 Seiten). 

H. SCHOLZE 
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